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Задача № 3.1.4
Определить дину нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм, используемой для изготовления нагревательного устройства с сопротивлением 20 Ом при температуре 1000 °С, полагая, что при 20°С параметры нихрома: удельное сопротивление 1 мкОм∙м, температурный коэффициент удельного сопротивления 0,00015 К-1, температурный коэффициент линейного расширения 0,000015 К-1.

R = 20 Ом
d = 0,5 мм = 0,0005 м
Т = 1000 °С
Т0 = 20 °С
ρ0 = 1 мкОм∙м = 10-6 Ом∙м
αс = 0,00015 К-1
αр = 0,000015 К-1

ρ = αс* ρ0(Т-Т0) + ρ0       
αс - температурный коэффициент удельного сопротивления

l = αр* l0(Т-Т0) + l0       
αр - температурный коэффициент линейного расширения

ρ = αс* ρ0(Т-Т0) + ρ0 =  0,00015*10-6(1000-20) + 10-6 = 1.47*10-7

S = πd2/4 = 1.96*10-7

l = R*S/ ρ = 20*1.96*10-7/1.47*10-7 = 26,67 м - длина проволоки при Т = 1000 °С

 

l0 = l/(αр*( Т-Т0) + 1) = 26,67/(0,000015*(1000-20) + 1) = 27,06 м – длина проволоки при Т0 = 20 °С


ответ неверный, но хотелось бы понять, то обозначают индексы в Вашем решении, если оно действительно Ваше?






Задача № 3.1.7
Определить падение напряжения в медной линии электропередач длиной 50 км при 50°С , сечением 10 мм2и по нему течет ток 60 А.


	Дано:
L=50000м 
I=60А
 
 
=50°С, 
=20°С

Найти: U-?


	Решение:


 = 
=1,7*10-8(1 + 4,3*10-3(50-20) = 1,92*10-8 Ом*м

	R = 1,92*10-8 *50000/10-5 = 96 Ом

U = I*R = 60*96 = 5760 В

                                                                           Отв: 5760 В




[bookmark: _Toc89087255]Задача 1.2.3

Почему для изготовления большинства полупроводниковых приборов требуются монокристаллические материалы и не могут быть использованы поликристаллические образцы?


У монокристаллических элементов о каких элементах полупроводниковых приборов идет речь?углы скругленные и поверхность однородная. Скругленные углы связаны с тем, что при производстве монокристаллического кремния получают цилиндрические заготовки. Однородность цвета и структуры монокристаллических элементов связана с тем, что это один выращенный кристалл кремния, а кристаллическая структура является однородной.

В свою очередь, поликристаллические элементы ??? имеют квадратную форму из-за того, что при производстве получают прямоугольные заготовки. Неоднородность цвета а цвет какое отношение к сути вопроса имеет?и структуры поликристаллических элементов связана с тем, что они состоят из большого количества разнородных кристаллов кремния, а также включают в себя незначительное количество примесей.любой кремний используется только легированным  примесью
Монокристаллические элементы и соответственно панели на их основе имеют на сегодняшний день наивысшую эффективность — до 22% среди серийно выпускаемых и до 38% у используемых в космической отрасли. Монокристаллический кремний производится из сырья высокой степени очистки (99,999%).
Серийно выпускаемые поликристаллические элементы имеют эффективность до 18%. Более низкая эффективность связана с тем, что при производстве поликристаллического кремния используют не только первичный кремний высокой степени очистки, но и вторичное сырье (например, переработанные солнечные панели или кремниевые отходы металлургической промышленности). Это приводит к появлению различных дефектов в поликристаллических элементах, таких как границы кристаллов, микродефекты, примеси углерода и кислорода
Так я и не поняла, в чем причина? 



Задача № 3.2.9
Каким типом электропроводности обладают полупроводники типа АIIIВV, легированные атомами элементов IV группы Периодической таблицы элементов?
     Более сложным характером отличается поведение примесей элементов IV группы. Поскольку в этом случае при замещении атомов одной из двух подрешеток имеется избыток или недостаток лишь одного валентного электрона, то атомы примесей IV группы могут занимать как узлы АIII , так и ВV , проявляя при этом донорные или акцепторные свойства соответственно. Замещение должно сопровождаться наименьшей деформацией кристаллической решетки. Поэтому критерием донорного или акцепторного действия примесей может служить соответствие размеров замещающего и замещаемого атомов. В большинстве случаев атомы примесей элементов IV группы локализуются в одной из подрешеток. Например, в антимониде индия кремний и германий замещают только атомы сурьмы и являются акцепторами, а в арсениде индия замещают индий и являются только донорами. Однако в некоторых соединениях наблюдается амфотерное поведение этих примесей. Так, в арсениде и фосфиде галлия наблюдается парное вхождение атомов кремния и германия в кристаллическую решетку соединения с одновременным замещением узлов АIII и ВV  . В зависимости от степени легирования,  температуры роста и состава кристаллизационной среды имеет место преимущественное вхождение этих примесей в ту или иную подрешетку
[bookmark: _Hlk128265360]Задача № 3.3.1
[bookmark: _Hlk128265344]В чем различие между ионной и ионно-релаксационной поляризацией? Что характеризует время релаксации и от каких факторов оно зависит?
Ионная поляризация характерна для тел с ионным строением и обусловлена смещением упруго связанных ионов на расстояния, меньше периода решетки. Ионно-релаксационная поляризация наблюдается в ионных диэлектриках с неплотной упаковкой ионов, например в неорганических стеклах и в некоторых кристаллических веществах. В этом случае слабо связанные ионы веществ под воздействием внешнего электрического поля среди хаотических тепловых перебросов получают избыточные перебросы в направлении поля и смещаются на расстояния, превышающие постоянную решетки. После снятия электрического поля ионы постепенно возвращаются к центрам равновесия. Время релаксации – это промежуток времени, в течение которого упорядоченность ориентированных полем диполей после снятия поля уменьшается вследствие наличия теплового движения в 2,7 раза от первоначального значения, т. е. система из неравновесного состояния приближается к равновесному. Время релаксации сильно зависит от температуры. Чем выше температура, тем меньше силы молекулярного сопротивления повороту диполей в вязкой среде, тем меньше время релаксации.




























Задача № 3.3.17
Для трех диэлектрических материалов при испытаниях в однородном электрическом поле получены приведенные на рисунке 3  зависимости пробивного напряжения от толщины. Построить (качественно) в одной системе координат зависимости электрической прочности этих материалов от толщины.
                [image: рис]      
                                          Рисунок 3


[bookmark: _GoBack]На графике зависимости Uпр от h значение электрической прочности для 1-го материала с увеличением толщины не меняется (линия зависимости прямая пропорциональность), и поэтому а почему, «поэтому»? Где связь между ними?на графике зависимости Епр от h значение электрической прочности не меняется. Для 2-го и 3-го материалов начиная с некоторого значения толщины э. прочность уменьшатся, поскольку на графике зависимости Uпр от h линии зависимости искривляются с некоторого значения толщины не убедили!
                                             
[image: ]




Задача № 3.4.3
Назовите основные механизмы намагничивания ферромагнетика, приводящие к нелинейной зависимости магнитной индукции от напряженности магнитного поля.
Ответ:
Одной из важнейших проблем, связанных с доменной структурой ферромагнетиков, является вопрос о зависимости их намагниченности от величины и направления намагничивающего поля. Намагничивание ферромагнитного образца, имеющего нулевой результирующий магнитный момент в отсутствии внешнего поля, происходит за счет изменения формы и ориентации доменов (рис. 1). При нулевом поле суммарному объему доменов, намагниченных в одном направлении, соответствует равный ему объем доменов, намагниченных в противоположном направлении (рис. 1, а), и поэтому результирующая намагниченность равна нулю. Это равновесие, однако, нарушается при наложении внешнего магнитного поля [image: Описание: Описание: http://dssp.petrsu.ru/p/tutorial/ftt/Part7/part7_4_3.files/image020.gif]. 
	[image: Описание: Описание: 7_17]

	Рис. 1. Процесс намагничивания ферромагнетика


 
Весь процесс намагничивания ферромагнетика во внешнем поле можно разделить на несколько этапов (рис. 1). Рассмотрим кратко эти этапы.
1. В слабых полях наблюдается увеличение объема «выгодно» расположенных относительно внешнего поля доменов за счет доменов с «невыгодной» ориентацией (рис. 1, б). Если внешнее поле снять, то домены восстановят исходную форму и размеры. Эти процессы называют обратимым смещением границ доменов. На кривой зависимости намагниченности от напряженности поля (рис. 1, г) этот участок приблизительно соответствует пологой части I  кривой намагничивания.
2. Если внешнее поле [image: Описание: Описание: http://dssp.petrsu.ru/p/tutorial/ftt/Part7/part7_4_3.files/image020.gif] продолжает увеличиваться, то происходят необратимые процессы, которые возникают за счет препятствий, создаваемых дефектами кристаллической структуры. Чтобы преодолеть их действие, граница домена должна получить от внешнего поля достаточно большую энергию. Если снять внешнее поле, то дефекты помешают границам домена вернуться в исходное положение. Этот этап носит название необратимого смещения и на рис. 1, г он отвечает участку кривой II.
3. В области высоких полей намагничивание происходит за счет поворота намагниченности доменов по направлению поля (рис. 1, в). При этом намагниченность выходит на насыщение (техническое). Это процесс вращения, отмеченный на рис. 1, г римской цифрой III.
4. После этого наблюдается очень медленный рост намагниченности, т. к. при T= 0 К тепловое движение не дает всем спинам доменов ориентироваться строго параллельно. В сильных полях наблюдается так называемый парапроцесс, который заключается в достижении параллельной ориентации спинов (на рис. 1, г это область IV).
Если после достижения намагниченности насыщения отключить внешнее поле ([image: Описание: Описание: http://dssp.petrsu.ru/p/tutorial/ftt/Part7/part7_4_3.files/image025.gif]), то ферромагнетик не размагничивается полностью, а сохраняет остаточную намагниченность [image: Описание: Описание: http://dssp.petrsu.ru/p/tutorial/ftt/Part7/part7_4_3.files/image027.gif]. Для достижения нулевой намагниченности требуется приложить размагничивающее поле Hc, называемое коэрцитивной силой.




                                                Задача № 3.4.10
Определить, сколько витков необходимо намотать на магнитный сердечник длиной 100 мм и диаметром 8 мм, чтобы получить индуктивность катушки L=10 мГн. Магнитную проницаемость сердечника считать равной 500.

Решение:

Дано:


мм=м


мм=м


мГн=Гн



 Гн/м

Решение:

Индуктивность соленоида определим по формуле , где


,  т.е.  L = , отсюда
N = 2 = 2 =178 витков.

Ответ: N=178



Задача № 3.5.15
По приведённым кодовым и цветовым маркировкам определить номиналы и допуски радиокомпонентов:
– резисторы:
M91I;
    0.91*106 Ом ±5%


[image: ]
                                                         56.9 ГОм ±2%


– конденсатор:
5n6N;
5.6*10–9 Ф ±30%
– катушки индуктивности:
4R3K;
4,3 мкГн ±10% 

[image: ]
	9.1 мГн ±20%



image6.png




image7.wmf
100

l

=


oleObject1.bin

image8.wmf
1

10

-


oleObject2.bin

image9.wmf
8

d

=


oleObject3.bin

image10.wmf
3

810

-

×


oleObject4.bin

image11.wmf
10

L

=


oleObject5.bin

image12.wmf
2

110

-

×


oleObject6.bin

image13.wmf
500

m

=


oleObject7.bin

image14.wmf
7

0

410

mp

-

=×


oleObject8.bin

image15.wmf
2

0

LnlS

mm

=××××


oleObject9.bin

image16.wmf
N

n

l

=


oleObject10.bin

image17.wmf
2

4

d

S

p

×

=


oleObject11.bin

image18.png
mamoeds

wmadss

HmaRg

yogftrox

HITHALRE





image19.png
mamdan

mamoeds

masenndox

HmaRg





image1.jpeg




image2.png
Enp





image3.png
Ty




image4.png




image5.png




